Kategori 3 — Elektronik

3A System, utrustningar och komponenter

Anm. I: Kontrollstatusen for den utrustning och de komponenter som beskrivs i
avsnitten 3A001 eller 3A002, férutom f6r de som beskrivs 1 avsnitten
3A001.a.3-3A001.a.10 eller 3A001.a.12, och som é&r speciellt konstruerade for
eller som har samma funktionella egenskaper som annan utrustning, bestdms av
den andra utrustningens kontrollstatus.

Anm. 2: Kontrollstatusen for de integrerade kretsar som beskrivs i avsnitten
3A001.a.3-3A001.a.9 eller 3A001.a.12, och som é&r icke forédnderligt program-
merade till eller konstruerade for en speciell funktion for en annan utrustning
bestdms av den andra utrustningens kontrollstatus.

ANM.: Om en tillverkare eller sokanden inte kan avgdra den andra utrustningens
kontrollstatus, bestdims de integrerade kretsarnas kontrollstatus av avsnitten
3A001.a.3-3A001.2.9 och 3A001.a.12.

3A001 Elektroniska komponenter och speciellt konstruerade kompo-
nenter till dessa, enligt foljande:

a) Integrerade kretsar for allménna dndamal, enligt foljande:

Anm. 1. Kontrollstatusen for wafers (fardigbearbetade eller obearbetade), vars
funktion har faststillts, ska bedomas efter parametrarna i avsnitt 3A001 .a.

Anm. 2: Integrerade kretsar omfattar foljande typer:

— "Monolitiska integrerade kretsar”.

— "Integrerade hybridkretsar”.

— "Integrerade multikretsar”.

— "Integrerade kretsar av filmtyp” inklusive integrerade kretsar av typ kisel pa
safir.

— "Optiska integrerade kretsar”.

1. Integrerade kretsar som har konstruerats eller specificerats for
att vara motstandskraftiga mot en total stralning enligt ndgon av fol-
jande parametrar:

a) En total dos om minst 5 x 10° Gy (kisel),

b) en dosratséindring genom stérning om minst 5 x 10° Gy (ki-
sel)/s, eller

c¢) en fluens (integrerat flode) av neutroner (1 MeV ekvivalent)
pa 5 x 10" n/em® eller hogre pa kisel, eller dess ekvivalent for
andra material.

Anm.: 3A001 a.1 c giller inte for halvledare av metallisolatortyp (MIS — Metal
Insulator Semiconductors).
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2. "Mikroprocessor-mikrokretsar”, "mikrodator-mikrokretsar”,
mikrocontroller-mikrokretsar, integrerade minneskretsar tillverkade
av blandade halvledare, analog-till-digital-omvandlare, digital-till-
analog-omvandlare, elektro-optiska eller "optiska integrerade kretsar”
konstruerade for "signalbehandling”, féltprogrammerbara logiska
komponenter, kundanpassade integrerade kretsar for vilka antingen
funktionen &r okénd eller kontrollstatusen hos den utrustning i vilken
kretsarna ska anvindas &r okédnd, processorer for Fast Fourier-
transformation (FFT), elektriskt raderbara PROM-minnen (EE-
PROM), flash-minnen eller statiska RAM (SRAM) med nagon av
foljande egenskaper:

a) Specificerade for drift i omgivningstemperaturer dver 398 K

(125 °C).

b) Specificerade for drift i omgivningstemperaturer under 218 K

(—=55°C).

¢) Specificerade for drift i omgivningstemperaturer inkluderan-

de hela intervallet fran 218 K (— 55 °C) till och med 398 K

(125°C).

Anm.: Avsnitt 3A001.a.2 giller inte integrerade kretsar som konstruerats for
civila bil- eller tdgapplikationer.

non

3. "Mikroprocessor-mikrokretsar”, "mikrodator-mikrokretsar” och
mikrocontroller-mikrokretsar tillverkade av en halvledare med blan-
dade material och som har en klockfrekvens som Gverstiger 40 MHz.

Anm.: Avsnitt 3A001.a.3 omfattar digitala signalprocessorer, digitala matrispro-
cessorer (array processors) och digitala hjdlpprocessorer (coprocessors).

4. Anvinds inte.
5. Integrerade kretsar med digitalomvandlare (ADC) och digital-
till-analog-omvandlare (DAC) enligt foljande:
a) ADC som har nagon av foljande egenskaper:

ANM.: SE AVEN AVSNITT 3A101.

1. En uppldsning pé 8 bitar eller mer, men mindre dn 10 bi-
tar, med en datadverforingshastighet som &r hogre én 500 mil-
joner ord per sekund,

2. en upplosning pa 10 bitar eller mer, men mindre dn 12
bitar med en datadverforingshastighet som ar hogre dn 300 mil-
joner ord per sekund,

3. en upplosning pa 12 bitar med en datagverféringshastighet
som dr hdgre dn 200 miljoner ord per sekund,

4. en upplosning pa mer dn 12 bitar, men hogst 14 bitar med
en datadverforingshastighet som &r hogre dn 125 miljoner ord
per sekund, eller

5. en uppldsning pad mer dn 14 bitar med en datadverforings-
hastighet som &r hogre &n 20 miljoner ord per sekund.



3A001 a) (forts.)

Teknisk anm.:
1. En uppldsning pa n bitar motsvarar en kvantisering av 2" nivéer.

2. Antalet bitar i utdataord &r lika med upplésningen i ADC:n.

3. Datadverforingshastigheten &r omvandlarens maximala datadverforings-
hastighet, oavsett arkitektur eller 6versampling.

4. For ’flerkanals-ADC’ ska datadverforingshastigheterna inte ldggas ihop,
och datadverforingshastigheten dr den maximala datadverforingshastigheten for
en enstaka kanal.

5. For ’interfolierade ADC’ (interleaved ADC's) eller for ’flerkanals-ADC’
som dr specificerad till att drivas interfolierat, ska datadverforingshastigheterna
laggas ihop och datadverforingshastigheten dr den maximala sammanlagda totala
datadverforingshastigheten av all datadverforing.

6. Séljare kan dven med datadverforingshastighet mena samplingshastigheten,
omvandlingshastigheten eller kapaciteten. Den anges ofta i megahertz (MHz)
eller miljoner sampel per sekund (Msps).

7. 1 syfte att méta overforingshastigheten motsvarar ett utdataord per sekund
en hertz eller ett sampel per sekund.

8. ’Flerkanals-ADC’ definieras som anordningar som integrerar mer &n en
ADC och har konstruerats sé att varje ADC har en separat analog ingang.

9. ’Interfolierade ADC’ (Interleaved ADC's) definieras som anordningar med
flera ADC-enheter som samplar samma analoga ingang vid skilda tidpunkter sa
att den analoga insignalen, nir utsignalerna ldggs samman, faktiskt har samplats
och konverterats med hogre samplingshastighet.

b) Digitalomvandlare (DAC) som har nadgon av f6ljande egen-
skaper:

1. En uppldsning pa minst 10 bitar med en ’justerad uppdate-
ringshastighet’ pad minst 3 500 Msps.

2. En upplosning pa minst 12 bitar med en ’justerad uppdate-
ringshastighet’ pd minst 1 250 Msps och med

a) en “instéllningstid” p& mindre &n 9 ns till nivan 0,024 %
av fullskala fran ett fullskalesteg, eller

b) ett *spuriosfritt dynamiskt omradde’ (SFDR) som é&r storre
an 68 dBc (bérare) vid syntetisering av en fullskalig analog sig-
nal pad 100 MHz eller den hogsta fullskaliga analoga signalen
under 100 MHz.

Teknisk anm.:

1. ’Spuriosfritt dynamiskt omrade’ (SFDR) definieras som kvoten av RMS-
viardet for barfrekvensen (maximisignalkomponent) pa digitalomvandlarens
ingdng och RMS-virdet av den nést stdrsta bruskomponenten eller komponenten
av harmonisk distorsion pé dess utgéng.

2. SFDR faststélls direkt i specifikationstabellen eller med utgangspunkt i
karaktdriseringsdiagrammen med SFDR mot frekvens.

3. En signal definieras som fullskalig ndr amplituden &r storre &n -3 dBfs (full
skala).

4. ’Justerad uppdateringshastighet’ for DAC:

a) For konventionella (icke-interpolerande) DAC avses med ’justerad uppda-
teringshastighet” den hastighet med vilken den digitala signalen omvandlas till en
analog signal och utgangens analoga virden dndras av DAC. For DAC dér det
gér att koppla forbi interpoleringsmoden (interpolationsfaktorn &r ett), bor DAC
anses vara konventionella (icke-interpolerande) DAC.
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b) For en interpolerande DAC (6versamplande DAC) definieras ’justerad
uppdateringshastighet’ som DAC:ens uppdateringshastighet dividerat med den
minsta interpolationsfaktorn. For en interpolerande DAC kan ’justerad uppdate-
ringshastighet’ kallas

— indatahastighet (input data rate)

— inordhastighet (input word rate)

— insamplingshastighet (input sample rate)

— hogsta sammanlagda inbusshastighet (maximum total input bus rate)

—hogsta DAC-klockfrekvens for DAC-klockinsignalen.

6. Elektro-optiska eller "optiska integrerade kretsar” konstruerade
for "signalbehandling” som har alla foljande egenskaper:
a) En eller flera interna "laser”-dioder,
b) en eller flera interna ljusdetekterande element, och
¢) optiska vagledare.
7. ’Faltprogrammerbara logiska komponenter’ med négot av fol-
jande:
a) Det maximala antalet digitala inmatningar/utmatningar 6ver-
stiger 200, eller
b) antalet systemgrindar dverstiger 230 000.
Anm.: Avsnitt 3A001.a.7 omfattar foljande:
— Enkla programmerbara logiska komponenter (SPLD)
— Komplexa programmerbara logiska komponenter (CPLD)
— Féltprogrammerbara grindmatriser (FPGA)

— Féltprogrammerbara logiska matriser (FPLA)
— Féltprogrammerbara kopplingar (FPIC)

Teknisk anm.:
1. ’Faltprogrammerbara logiska komponenter’ betecknas dven féltprogrammer-
bara grindmatriser eller faltprogrammerbara logiska matriser.

2. Det maximala antalet digitala inmatningar/utmatningar i avsnitt 3A001.a.7.a
betecknas ocksé det maximala antalet inmatningar/utmatningar for anvindaren
eller det maximala antalet tillgdngliga inmatningar/utmatningar, oavsett om den
integrerade kretsen dr inkapslad eller ej.

8. Anvénds inte.

9. Integrerade kretsar for neurala nitverk.

10. Kundanpassade integrerade kretsar for vilka antingen funktio-
nen dr okédnd eller kretstillverkaren saknar uppgift om kontrollstatu-
sen hos den utrustning dir kretsarna ska inga och dér nagot av f6ljan-
de villkor &r uppfylit:

a) Fler dn 1 500 anslutningar,

b) den "typiska grindfordrojningstiden” ar kortare dn 0,02 ns,
eller

c) arbetsfrekvensen Overstiger 3 GHz.

11. Andra digitala kretsar an de som beskrivits i avsnitten
3A001.a.3-3A001.a.10 och 3A001.a.12 och som baseras pa en
blandning av halvledarmaterial, med nagot av foljande:

a) Ett antal grindekvivalenter som &r storre dn 3 000 (grindar
med 2 ingangar), eller
b) en vippfrekvens som overstiger 1,2 GHz.
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12. Processorer for Fast Fourier Transform (FFT) och som har en
specificerad verkstéllighetstid som &r mindre dn (N log, N)/20 480
ms for en N-punkters komplex FFT, dir N &r antalet punkter.

Teknisk anm.:
Nér N ér lika med 1 024 punkter ger formeln i 3A001.a.12 en verkstéllighetstid
pa 500 ps.

b) Mikrovag- eller millimetervagutrustning, enligt foljande:
1. Elektroniska vakuumror och katoder enligt f6ljande:

Anm. I: Avsnitt 3A001.b.1 omfattar inte sddana rér som é&r tillverkade eller
specificerade for att fungera i frekvensband och som uppfyller bada f6ljande
egenskaper:

a) De overstiger inte 31,8 GHz, och

b) de &r "tilldelade av ITU” for radiokommunikationstjanster, men inte for
radiobestdmning.

Anm. 2: Avsnitt 3A001.b.1 omfattar inte icke-"rymdkvalificerade” rér som upp-
fyller foljande:
a) De har en genomsnittlig utgangseffekt pa hogst 50 W, och
b) de ér tillverkade eller specificerade for att fungera i frekvensband som har
alla f6ljande egenskaper:
1. De overstiger 31,8 GHz, men dverstiger inte 43,5 GHz, och
2. de &r "tilldelade av ITU” for radiokommunikationstjanster men inte for
radiobestdmning.

a) Vandringsvagror, for pulsad eller kontinuerlig drift, enligt fol-
jande:

1. Ror som kan arbeta vid frekvenser som &verstiger 31,8 GHz.

2. Ror som har en katodupphettning som mdjliggor full hogfre-
kvensdrift pa kortare tid &n 3 s efter tillslag.

3. Ror som har kopplade kaviteter eller &r utvecklingar av sdda-
na ror med en "relativ bandbredd” som &r storre dn 7 % eller en
toppeffekt som overskrider 2,5 kW.

4. Helix-ror, eller utvecklingar av dessa, som uppfyller ndgot av
foljande:

a) De har en "effektbandbredd” som dr mer &n en oktav och
produkten av den specificerade genomsnittliga uteffekten (ut-
tryckt i kW) och den hdgsta arbetsfrekvensen (uttryckt i GHz)
overstiger métetalet 0,5,

b) de har en "effektbandbredd” som &r en oktav eller mindre,
och produkten av den specificerade uteffekten (uttryckt i kW)
och den maximala specificerade arbetsfrekvensen (uttryckt i
GHz) overstiger métetalet 1, eller

¢) de ér "rymdkvalificerade”.

b) Korsfaltsforstarkarror med en forstarkning pa mer dn 17 dB.
¢) Impregnerade katoder konstruerade for elektronrér som produ-
cerar en kontinuerlig emissionsstrémtithet pd mer dn 5 A/em’.
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2. Effektforstarkare for 'monolitiska integrerade kretsar’ som arbe-
tar inom mikrovagsomradet (MMIC-effektforstiarkare) som uppfyller
ndgot av foljande:

a) De &r specificerade for frekvenser som dverstiger 3,2 GHz, men
inte 6,8 GHz, med en genomsnittlig utgangseffekt som dverstiger 4
W (36 dBm) och med en "relativ bandbredd” som dverstiger 15 %.

b) De ar specificerade for frekvenser som overstiger 6,8 GHz, men
inte 16 GHz, med en genomsnittlig utgdngseffekt som dverstiger 1 W
(30 dBm) och med en "relativ bandbredd” som &verstiger 10 %.

¢) De ar specificerade for frekvenser som overstiger 16 GHz, men
inte 31,8 GHz, med en genomsnittlig utgdngseffekt som Gverstiger
0,8 W (29 dBm) och med en "relativ bandbredd” som &verstiger
10 %.

d) De ér specificerade for frekvenser som overstiger 31,8 GHz,
men inte 37,5 GHz, med en genomsnittlig utgéngseffekt som dversti-
ger 0,1 nW.

e) De ér specificerade for frekvenser som overstiger 37,5 GHz,
men inte 43,5 GHz, med en genomsnittlig utgéngseffekt som dversti-
ger 0,25 W (24 dBm) och med en "relativ bandbredd” som Overstiger
10 %.

f) De dr specificerade for frekvenser som overstiger 43,5 GHz,
med en genomsnittlig utgdngseffekt som 6verstiger 0,1 nW.

Anm. I: Anvinds inte.

Anm. 2: Kontrollstatusen for MMIC vars specificerade arbetsfrekvens omfattar
frekvenser mer 4n i ett frekvensomrade, enligt definitionen 1 avsnitt
3A001.b.2.a-3A001.b.2.f, bestims genom angivna parametrar for ldgsta genom-
snittliga utgangseftekt.

Anm. 3: Anm. 1 och 2 1 3A anger att avsnitt 3A001.b.2 inte omfattar MMIC som
speciellt ar konstruerade for andra tillimpningar, t.ex. telekommunikation, radar
och bilar.

3. Diskreta mikrovagstransistorer som uppfyller nagot av foljande
villkor:

a) De ér specificerade for frekvenser som Overstiger 3,2 GHz,
men inte 6,8 GHz, med en genomsnittlig utgangseffekt som over-
stiger 60 W (47,8 dBm).

b) De ér specificerade for frekvenser som dverstiger 6,8 GHz,
men inte 31,8 GHz, med en genomsnittlig utgdngseffekt som over-
stiger 20 W (43 dBm).

c¢) De ir specificerade for frekvenser som Overstiger 31,8 GHz,
men inte 37,5 GHz, med en genomsnittlig utgdngseffekt som over-
stiger 0,5 W (27 dBm).

d) De ar specificerade for frekvenser som Overstiger 37,5 GHz,
men inte 43,5 GHz, med en genomsnittlig utgdngseffekt som over-
stiger 1 W (30 dBm).
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e) De ér specificerade for frekvenser som 6verstiger 43,5 GHz,
och har en genomsnittlig utgdngseffekt som dverstiger 0,1 nW.
Anm.: Kontrollstatusen for transistorer vars specificerade arbetsfrekvens omfat-
tar frekvenser i mer dn ett frekvensomrade, enligt definitionen i avsnitt

3A001.b.3.a-3A001.b.3.¢, bestdims genom angivna parametrar for lagsta genom-
snittliga utgangseffekt.

4. Halvledarbestyckade mikrovagsforstirkare och mikrovagsut-
rustningar/moduler som innehéller halvledarbestyckade mikrovags-
forstarkare, med nagon av foljande egenskaper:

a) De ér specificerade for frekvenser som Overstiger 3,2 GHz,
men inte 6,8 GHz, med en genomsnittlig utgdngseffekt som over-
stiger 60 W (47,8 dBm) och med en "relativ bandbredd” som &ver-
stiger 15 %.

b) De ér specificerade for frekvenser som &verstiger 6,8 GHz,
men inte 31,8 GHz, med en genomsnittlig utgdngseffekt som over-
stiger 15 W (42 dBm) och med en "relativ bandbredd” som &ver-
stiger 10 %.

¢) De ér specificerade for frekvenser som Overstiger 31,8 GHz,
men inte 37,5 GHz, och har en genomsnittlig utgéngseffekt som
Overstiger 0,1 nW.

d) De ir specificerade for frekvenser som Overstiger 37,5 GHz,
men inte 43,5 GHz, med en genomsnittlig utgangseffekt som 6ver-
stiger 1 W (30 dBm) och med en "relativ bandbredd” som oversti-
ger 10 %.

e) De ar specificerade for frekvenser som overstiger 43,5 GHz,
och har en genomsnittlig utgadngseffekt som overstiger 0,1 nW.

f) De ar specificerade for frekvenser som Overstiger 3,2 GHz
och uppfyller samtliga av foljande villkor:

1. De har en genomsnittligt utgangseffekt (i watt), P, storre
dn 150 dividerat med en maximal arbetsfrekvens (i GHz) i1 kva-
drat [P>150 W*GHz*/fgn, *].

2. De har en relativ bandbredd” pa 5 % eller mer.

3. Tva av sidorna &r vinkelrdta med en lidngd, d, (i cm) som
ar lika med eller mindre 4n 15 dividerat med den ldgsta arbets-
frekvensen i GHz [d < 15 cm*GHz/fgy,].

Teknisk anm.:

3,2 GHz bor anvindas som den ldgsta arbetsfrekvensen (fgy,) 1 formeln i avsnitt
3A001.b.4.f.3 for forstirkare som har en specificerad arbetsfrekvens som strack-
er sig ner till 3,2 GHz och lagre [d < 15 cm*GHz/3,2 GHz].

ANM.: MMIC-effektforstirkare ska bedomas mot bakgrund av kriterierna i
avsnitt 3A001.b.2.

Anm. 1. Anvinds inte.

Anm. 2: Kontrollstatusen for en produkt vars specificerade arbetsfrekvens omfat-
tar frekvenser i mer an ett frekvensomrade, enligt definitionen i avsnitt
3A001.b.4.a-3A001.b.4.¢, bestdims genom angivna parametrar for lagsta genom-
snittliga utgangseffekt.

Bilaga I
Kategori 3A001
[1051]

3:137

Andring nr 33
till TFH V:3



Produkter med
dubbla anvind-
ningsomraden
[1051]

3:138

3A001 b) (forts.)

5. Elektroniskt eller magnetiskt avstdmbara bandpass- eller band-
stoppfilter, som har mer dn 5 avstdmbara resonatorer och som kan
avstimmas inom ett frekvensband fi./fmin= 1,5:1 pad mindre dn 10
us, och som har négot av foljande:

a) En bandbredd pa mer &n 0,5 % av mittfrekvensen for band-
passfiltret, eller

b) en bandbredd pd mindre &n 0,5 % av mittfrekvensen for
bandstoppfiltret.

6. Anvinds inte.

7. Omvandlare och harmoniska blandare som ar konstruerade for
att utdka frekvensomradet for utrustning som beskrivs i avsnitt
3A002.c, 3A002.d, 3A002.¢ eller 3A002.f utanfér vad som stadgas i
dessa avsnitt.

8. Effektforstirkare for mikrovag som innehaller rér som omfattas
av avsnitt 3A001.b.1 och som har alla foljande egenskaper:

a) Arbetsfrekvensen &r 6ver 3 GHz,

b) ett genomsnittlig férhallande mellan effekt och massa som
overstiger 80 W/kg, och

¢) en volym som &r mindre &n 400 cm”.

Anm.: Avsnitt 3A001.b.8 omfattar inte utrustning som &r konstruerad eller speci-

ficerad for att arbeta i frekvensband som é&r "tilldelade av ITU” for radiokommu-
nikationstjénster men inte for radiobestdmning.

9. Effektmoduler for mikrovdg (MPM) som bestar av atminstone
ett vandringsvagror, en “monolitisk integrerad krets” for mikrovag
och en integrerad elektronisk effektkonditionerare och som har fol-
jande egenskaper:

a) En ‘tillslagstid’ fran avstingd till full drift som &r mindre 4n

10 sekunder,

b) en volym som understiger den maximala specificerade effek-
ten i W multiplicerad med 10 cm*/W, och
c) en "effektbandbredd” som Overstiger 1 oktav (finax > 2fmin)
och som har nagot av foljande:
1. For frekvenser som &r hogst 18 GHz, en utgingseffekt i
radiofrekvensomradet som Overstiger 100 W, eller
2. en frekvens som overstiger 18 GHz.

Teknisk anm.:
1. For berdkning av volymen i avsnitt 3A001.b.9.b ges f6ljande exempel: For
en maximal specificerad effekt pd 20 W blir volymen 20 W x 10 cm*/W = 200
3
cm’.
2. ’Tillslagstiden’ i avsnitt 3A001.b.9.a avser tiden fran helt avsténgd till full

drift, dvs. inklusive uppvarmningstiden f6r MPM.
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10. Oscillatorer eller sammansittningar av oscillatorer som kon-
struerats for drift med foljande:
a) Ett fasbrus i enkelt sidbandsldage (SSB), uttryckt i dBc/Hz,
som &r battre dn -(126 + 20log;oF — 20log,of) for 10 Hz < F < 10
kHz.
b) Ett fasbrus i enkelt sidbandsldge (SSB), uttryckt i dBc/Hz,
som dr béttre dn -(114 + 20log;oF — 20log,f) for 10 kHz < F <500
kHz.

Teknisk anm. .
I avsnitt 3A001.b.10 &r F frekvensforskjutningen fran arbetsfrekvensen i Hz och
f dr arbetsfrekvensen i MHz.

11. “Frekvenssyntesutrustning” med “elektroniska sammansétt-
ningar” med en "tid for att byta frekvens” enligt nagot av foljande:

a) Mindre én 312 ps.

b) Mindre dn 100 ps for varje frekvensbyte som overstiger 1,6
GHz inom en syntetiserad frekvensriackvidd som &verstiger 3,2 GHz
men inte 10,6 GHz.

¢) Mindre én 250 ps for varje frekvensbyte som Overstiger 550
MHz inom en syntetiserad frekvensrickvidd som overstiger 10,6
GHz men inte 31,8 GHz.

d) Mindre dn 500 ps for varje frekvensbyte som Overstiger 550
MHz inom en syntetiserad frekvensrickvidd som overstiger 31,8
GHz men inte 43,5 GHz.

e) Mindre 4n 1 ms inom en syntetiserad frekvensrdckvidd som
overstiger 43,5 GHz.

ANM.: For “signalanalysatorer”, signalgeneratorer, nétverksanalysatorer och

testmottagare for mikrovdg avsedda for allmédn anvédndning se 3A002.c,
3A002.d, 3A002.¢ respektive 3A002.1.

¢) Anordningar for akustiska vagor, enligt foljande, och speciellt
konstruerade komponenter till dessa:
1. Anordningar for akustiska ytvagor samt for akustiska vagor nira
ytan (shallow bulk) och som har ndgon av foljande egenskaper:
a) Barfrekvensen overstiger 6 GHz.
b) Barfrekvensen dverstiger 1 GHz, men inte 6 GHz, och de har
nagon av foljande egenskaper:
1. ’Frekvensundertryckningen av sidloben’ dverstiger 65 dB,
2. produkten av maximala fordrojningstiden och bandbred-
den (tid i1 us och bandbredd i MHz) 6verstiger 100,
3. bandbredden Overstiger 250 MHz, eller
4. dispersionsfordrojningen dr mer &n 10 ps.
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c¢) Birfrekvensen dr 1 GHz eller ldgre och den har nagon av
foljande egenskaper:

1. Produkten av maximala fordrojningstiden och bandbred-
den (tid i ps och bandbredd i MHz) 6verstiger 100,

2. dispersionsfordrdjningen dr mer &n 10 ps, eller

3. ’frekvensundertryckningen av sidloben’ dverstiger 65 dB
och bandbredden ér storre 4n 100 MHz,

Teknisk anm.:
"Frekvensundertryckningen av sidloben’ &r det maximala undertryckningsvérde
som anges i databladet.

2. Anordningar for s.k. bulk-vigor som direkt kan behandla signa-
ler med frekvenser som &verstiger 6 GHz.

3. Akustisk-optiska anordningar for "signalbehandling” som med-
ger 6msesidig paverkan mellan akustiska vdgor (s.k. bulk-vdgor eller
ytvagor) och ljusvdgor och som tillater direkt signal- eller bildbe-
handling, inklusive spektralanalys, korrelation och konvolution.

Anm.: Avsnitt 3A001.c omfattar inte anordningar for akustiska vagor som be-

grinsas till enkelbandpass-, lagpass-, hogpass- eller notch-filtrering eller reso-
nansfunktion.

d) Elektroniska enheter och kretsar som innehdller komponenter
tillverkade av "supraledande” material, speciellt konstruerade for
drift vid temperaturer under den "kritiska temperaturen” for dtmin-
stone en av dess "supraledande” bestandsdelar, och som &r forsedda
med négot av foljande:

1. Stromomkoppling i digitala kretsar med anvidndning av
"supraledande” grindar och dér produkten av grindfordrojningstiden
per grind (i sekunder) och effektforlusten per grind (i watt) 4r mindre
dn 10 J, eller

2. frekvensval for alla frekvenser med anvéndning av resonans-
kretsar med Q-varden som Gverstiger 10 000.

e) Hogenergienheter enligt foljande:
1. ’Celler’ enligt foljande:
a) ’Primérceller’ som har en ’energitithet’ som Overstiger
550 Wh/kg vid 20 °C.
b) ’Sekundérceller’ som har en ’energitithet’ som Gverstiger
250 Wh/kg vid 20 °C.

Teknisk anm.:

1. I avsnitt 3A001.e.1 berdknas ’energitithet’ (Wh/kg) utifrdn den nominella
spanningen multiplicerad med den nominella kapaciteten i amperetimmar (Ah)
dividerat med massan i kg. Om den nominella kapaciteten inte &r specificerad
berédknas energitdtheten utifrdn den nominella spanningen i kvadrat multiplicerad
med urladdningstiden i timmar dividerat med urladdningsbelastningen i ohm och
massan i kg.



3A001 e) (forts.)

2. T avsnitt 3A001.e.1 definieras ’cell’ som en elektrokemisk enhet som har
positiva och negativa elektroder och elektrolyt samt en kélla till elektrisk energi.
Den dr grundkomponenten i ett batteri.

3. I avsnitt 3A001.e.1.a definieras ’primércell’ som en ’cell’ som inte ar
avsedd att laddas genom négon annan kélla.

4. I avsnitt 3A001.e.1.b definieras ’sekundércell” som en ’cell’ som &r avsedd
att laddas genom en extern elektrisk kélla.

Anm.: Avsnitt 3A001.e.1 omfattar inte batterier, inbegripet batterier som bestar
av en enda cell.

2. Hogenergikondensatorer enligt f6ljande:
ANM.: SE AVEN AVSNITT 3A201.a.

a) Kondensatorer med en repetitionsfrekvens som understiger
10 Hz (enkelpulskondensatorer) och som har samtliga f6ljande
egenskaper:

1. En specificerad spanning lika med eller 6verstigande 5 kV,
2. en energitéthet lika med eller hogre én 250 J/kg, och
3. en total energi lika med eller storre dn 25 kJ.

b) Kondensatorer med en repetitionsfrekvens som ér lika med
eller overstiger 10 Hz (repetitionsspecificerade kondensatorer) och
som har samtliga f6ljande egenskaper:

1. En specificerad spanning lika med eller 6verstigande 5 kV,
2. en energitéthet lika med eller hogre én 50 J/kg,
3. en total energi lika med eller storre d4n 100 J, och
4. en laddnings/urladdnings-livslangd som &r lika med eller
overstiger 10 000 cykler.
3. "Supraledande” elektromagneter eller solenoider, speciellt kon-
struerade for att kunna helt laddas eller urladdas pad mindre &n 1 se-
kund som har samtliga foljande egenskaper:

ANM.: SE AVEN AVSNITT 3A201.b.

Anm.: Avsnitt 3A001.e.3 omfattar inte "supraledande” elektromagneter och
solenoider som &r speciellt konstruerade for att anvéndas i medicinsk utrustning
till magnetisk resonans bildbehandling (MRI).

a) Energin som levereras vid urladdning 6verstiger 10 kJ under
den forsta sekunden,

b) innerdiametern péd den stromforande lindningen ir stérre &n
250 mm, och

¢) ar specificerad for en magnetisk induktion som é&r storre dn
8 T eller en "total stromtéthet” i lindningen som ar storre &n
300 A/mm’.
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4. Solceller, CIC-hopsittningar (cell-interconnect-coverglass),
solpaneler och solmoduler som dr "rymdkvalificerade” och har en
minsta genomsnittlig verkningsgrad som Overstiger 20 % vid en
driftstemperatur pa 301 K (28 °C) under simulerad >’AMO’-belysning
med en irradians pa 1 367 watt per kvadratmeter (W/mz).

Teknisk anm.:

’AMO’ eller ’luftmassenollpunkt’ avser solljusets spektrala irradians i jordens
yttre atmosfér dir avstdndet mellan jorden och solen &r en astronomisk enhet
(AU).

f) Roterande kodare som anger positionens absolutvirde med en
noggrannhet som dr mindre (béttre) 4n + 1,0 bdgsekunder.

g) Pulsade effektomriktande halvledartyristorenheter och ’tyristor-
moduler’ som anvénder elektriskt eller optiskt styrda eller elektron-
strdlestyrda omriktningsmetoder och som har ndgon av foljande
egenskaper:

1. En maximal strdomdkningstakt vid péslagning (di/dt) som &ver-
stiger 30 000 A/us och en spénning i avsténgt tillstdnd som Overstiger
1100 V.

2. En maximal stromdkningstakt vid pdslagning (di/dt) som over-
stiger 2 000 A/ps och som har bada foljande egenskaper:

a) En toppspénning i avstingt tillstind som ar minst 3 000 V.
b) En toppstrém (stromstot) som dr minst 3 000 A.

Anm. 1: Avsnitt 3A001.g omfattar foljande:
— Kiselstyrda likriktare (SRC).
— T-tyristorer (Electrical Triggering Thyristors).
— LT-tyristorer (Light Triggering Thyristors).
— IGC-tyristorer (Integrated Gate Commutated Thyristors).
— GTO-tyristorer (Gate Turn-off Thyristors).
— MOS-styrda tyristorer (MCT).
— Solidtroner.

Anm. 2: Avsnitt 3A001.g omfattar inte tyristorenheter och ’tyristormoduler’ som
ingdr i utrustning som dr konstruerad for civila jarnvégstillimpningar eller
"civila luftfartygs”-tillimpningar.

Teknisk anm.:
En ’tyristormodul’ i avsnitt 3A001.g innehaller en eller flera tyristorenheter.



3A001 (forts.)
h) Effektomriktande halvledare, dioder eller moduler’ som har
samtliga foljande egenskaper:

1. Specificerade for en maximal griansskiktstemperatur vid drift
som overstiger 488 K (215 °C).

2. En repetitiv toppspéanning i franldge (blockeringsspdnning) som
Overstiger 300 V.

3. En kontinuerlig stromstyrka som overstiger 1 A.

Anm. I: 1 avsnitt 3A001.h inbegriper repetitiv toppspanning i franldge drain till
source-spanning, collector till emitter-spanning, repetitiv toppbackspéanning och
repetitiv toppblockeringsspanning i franldge.
Anm. 2: Avsnitt 3A001.h omfattar foljande:

— JFE-transistorer (Junction Field Effect Transistors).

— VIJFE-transistorer (Vertical Junction Field Effect Transistors).

— MOSFE-transistorer (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors).

— DMOSFE-transistorer (Double Diffused Metal Oxide Semiconductor Field
Effect Transistors).

— IGB-transistorer (Insulated Gate Bipolar Transistors).

— HEM-transistorer (High Electron Mobility Transistors).

— BJ-transistorer (Bipolar Junction Transistors).

— Tyristorer och kiselstyrda likriktare (SRC).

— GTO-tyristorer (Gate Turn-off Thyristors).

— ETO-tyristorer (Emitter Turn-off Thyristors).

— PiN-dioder.

— Schottkydioder.
Anm. 3: Avsnitt 3A001.h omfattar inte effektomriktare, dioder eller ‘moduler’

som ingdr i utrustning som ar konstruerad for civila motorfordonstillimpningar,
civila jarnvégstillimpningar eller "civila luftfartygs”-tillampningar.

Teknisk anm.:
En modul’ i avsnitt 3A001.h innehaller en eller flera effektomriktande halvleda-
re eller dioder.

3A002 Elektronisk utrustning med allmén anvandning och tillbehor
till sadan utrustning, enligt foljande:

a) Foljande inspelningsutrustning samt till dessa utrustningar speci-
ellt konstruerade testband:

1. Analoga magnetiska instrumentbandspelare, inklusive sadana
som tillater inspelning av digitala signaler (t.ex. genom att anvidnda
digitala moduler (HDDR) for hog packningstéthet) som har ndgon av
foljande egenskaper:

a) En bandbredd som oOverstiger 4 MHz per elektronisk kanal
eller spar,

b) en bandbredd som Overstiger 2 MHz per elektronisk kanal
eller spar om utrustningen har mer 4n 42 spér, eller

c) ett tidsforskjutnings(bas)-fel, métt enligt tillimpliga IRIG-
eller EIA-dokument, som &dr mindre &n + 0,1 ps.

Anm.: Analoga magnetiska bandspelare speciellt konstruerade for civilt bruk ska
inte betraktas som instrumentbandspelare.
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2. Digitala magnetiska videobandspelare som har en maximal
digital overforingshastighet som dverstiger 360 Mbit/s.
Anm.: Avsnitt 3A002.a.2 omfattar inte sddana digitala magnetiska videobandspe-
lare som dr speciellt konstruerade for TV-inspelningar i signalformat, som kan

omfatta ett komprimerat signalformat enligt standarder eller rekommendationer
fran ITU, IEC, SMPTE, EBU, Etsi eller IEEE for civila TV-tillampningar.

3. Digitala magnetiska instrumentdatabandspelare som har fast
eller roterande huvud och som har bada foljande egenskaper:
a) En maximal digital interfacedverforingshastighet som over-
stiger 175 Mbit/s, eller
b) som ar "rymdkvalificerade”.
Anm.: Avsnitt 3A002.a.3 omfattar inte analoga magnetiska bandspelare som &r

utrustade med HDDR omvandlingselektronik och utformade for att endast spela
in digitala data.

4. Utrustning med en maximal digital interfacedverforingshastig-
het som Overstiger 175 Mbit/s, och som &r konstruerad for att om-
vandla digitala magnetiska videobandspelare till digitala instrument-
databandspelare.

5. Utrustning for digitalisering av vagformer samt utrustning for
registrering av transienter (transient recorders), med foljande egen-
skaper:

a) Digitaliseringshastigheten ar lika med eller bdttre dn 200
miljoner samplingar per sekund och en upplosning péd 10 bitar eller
mer, och

b) en "kontinuerlig kapacitet’ pa 2 Gbit/s eller mer.

Teknisk anm.:

1. For sddana instrument, som &dr uppbyggda med en parallell bussarkitektur, &r
den "kontinuerliga kapaciteten’ lika med hogsta ordhastigheten multiplicerat med
antalet bitar i ordet.

2. ’Kontinuerlig kapacitet’ dr den hogsta datahastigheten som instrumentet
kontinuerligt kan forse ett massminne med information utan att ndgon informa-
tion gar forlorad med bibehallen samplingsfrekvens och analog-till-digital kon-
vertering.

6. Digital instrumentdataupptagningsutrustning som anvéander
teknik for lagring av data pd magnetskivor och har bada f6ljande
egenskaper:

a) Digitaliseringshastighet pd minst 100 miljoner samplingar
per sekund och en upplosning pé 8 bitar eller mer, och
b) en "kontinuerlig kapacitet’ pa 1 Gbit/s eller mer.

b) Anvénds inte.



3A002 (forts.)
¢) Radiofrekvens-"signalanalysatorer” enligt foljande:

1. ’Signalanalysatorer” som har en upplosningsbandbredd (RBW)
pa 3 dB som Overstiger 10 MHz varsombhelst i frekvensomradet 6ver
31,8 GHz men inte 6ver 37,5 GHz.

2. ”Signalanalysatorer” som har en visad genomsnittlig brusniva
(DANL) som é&r lagre (bittre) dn -150 dBm/Hz varsomhelst i fre-
kvensomréadet 6ver 43,5 GHz men inte 6ver 70 GHz.

3. ”Signalanalysatorer” med en frekvens som overstiger 70 kHz.

4. "Dynamiska signalanalysatorer” med en "realtidsbandbredd”
som overstiger 40 MHz.

Anm.: Avsnitt 3A002.c.4 omfattar inte de "dynamiska signalanalysatorer” som

endast anvénder filter som har en konstant procentuell bandbredd (kallas &ven
oktavfilter eller filter for del av en oktav).

d) Signalgeneratorer dédr utgangssignalen genereras genom frekvens-
syntes, dir noggrannheten, kort- och langtidsstabiliteten kontrolleras
frén, avleds fran eller korrigeras av en intern masterreferensoscillator
och som har nagon av foljande egenskaper:

1. Specificerad for att alstra en ’pulslingd’ av mindre &n 100 ns
varsomhelst inom det syntetiskt erhallna frekvensomrade som Gver-
stiger 31,8 GHz men inte 70 GHz.

2. En utgangseffekt som dvestiger 100 mW (20 dBm) varsomhelst
inom det syntetiskt erhdllna frekvensomrade som Overstiger 43,5
GHz men inte 70 GHz.

3. En "tid for att byta frekvens” enligt nagot av foljande:

a) Mindre dn 312 ps.

b) Mindre &n 100 ps for ett frekvensbyte som overstiger
1,6 GHz inom det syntetiskt erhéllna frekvensomrade som dversti-
ger 3,2 GHz men inte 10,6 GHz.

¢) Mindre dn 250 ps for ett frekvensbyte som Overstiger
550 MHz inom det syntetiskt erhallna frekvensomrade som Gver-
stiger 10,6 GHz men inte 31,8 GHz.

d) Mindre dn 500 ps for ett frekvensbyte som Overstiger
550 MHz inom det syntetiskt erhallna frekvensomrade som Gver-
stiger 31,8 GHz men inte 43,5 GHz.

e) Mindre &n 1 ms for ett frekvensbyte som dverstiger 550 MHz
inom det syntetiskt erhéllna frekvensomrade som overstiger 43,5
GHz men inte 56 GHz.

f) Mindre dn 1 ms for ett frekvensbyte som overstiger 2,2 GHz
inom det syntetiskt erhallna frekvensomrade som &verstiger 56
GHz men inte 70 GHz.
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4. En syntetiskt erhallen frekvens som &verstiger 3,2 GHz men
inte 70 GHz och som har bada foljande egenskaper:
a) Ett fasbrus i enkelt sidbandsldge (SSB), uttryckt i dBc/Hz,
som 4r béttre dn -(126 + 20log;oF — 20log;,f) for 10 Hz < F < 10
kHz.
b) Ett fasbrus i enkelt sidbandsldge (SSB), uttryckt i dBc/Hz,
som dr battre dn -(114 + 20log;oF — 20log;,f) for 10 kHz < F < 500
kHz.

Teknisk anm.:
I avsnitt 3A002.d.4 ar F frekvensforskjutningen fran arbetsfrekvensen i Hz och f
ar arbetsfrekvensen i MHz.

5. En maximal syntetiskt erhéllen frekvens som &verstiger 70 GHz.

Anm. I: 1 avsnitt 3A002.d inkluderar signalgeneratorer dir utgangssignalen
genereras genom frekvenssyntes dven godtyckliga vagforms- och funktionsgene-
ratorer.

Anm. 2: Avsnitt 3A002.d omfattar inte utrustningar dér utgangsfrekvensen pro-
duceras antingen genom addition eller subtraktion av tva eller flera frekvenser
frén kristalloscillatorer eller genom en addition eller subtraktion f6ljd av en
multiplikation av resultatet.

Teknisk anm.:

1. Godtyckliga végforms- och funktionsgeneratorer specificeras normalt
genom samplingshastigheten (t. ex. Gsampling/s), som omvandlas till radiofre-
kvensomradet genom Nyquistfaktorn tva. En godtycklig vigform pad 1 Gsamp-
ling/s har séledes en direkt utgédngskapacitet pA 500 MHz. Niar oversampling
anvinds ar den direkta utgdngskapaciteten emellertid proportionellt lagre.

2. Med ’pulslédngd’ avses i avsnitt 3A002.d.1 den tid som forflyter mellan det
att pulsens framkant uppnar 90 % av toppeffekten och dess bakkant uppnér 10 %
av toppeffekten.

e) Néatverksanalysatorer med nagot av foljande:

1. En maximal arbetsfrekvens som overstiger 43,5 GHz och en
utgéngseffekt som dverstiger 31,62 mW (15 dBm), eller

2. en maximal arbetsfrekvens som overstiger 70 GHz.

f) Testmottagare for mikrovag som har bada foljande egenskaper:
1. En maximal arbetsfrekvens som dverstiger 43,5 GHz, och
2. kan méta amplitud och fas simultant.

g) Atomfrekvensstandarder som har ndgon av foljande egenskaper:
1. ”Rymdkvalificerade”.
2. Icke-rubidium och med en langtidsstabilitet som ar mindre
(bittre) an 1 x 10" /ménad.
3. Icke-"rymdkvalificerade” och med f6ljande egenskaper:
a) En rubidiumstandard.
b) Langtidsstabilitet som ar mindre (bittre) n 1 x 10™''/ménad.
c) En total effektférbrukning som understiger 1 W.



3A003 Virmestyrningssystem for kallsprutning som anvénder en
sluten slinga med inkapslad vitskehanterings- och rekonditione-
ringsutrustning dar en dielektrisk vitska sprutas in i den elektroniska
komponenten med hjilp av sirskilt konstruerade sprutmunstycken
som #r konstruerade for att hélla de elektroniska komponenterna
inom respektive temperaturomrade, och sérskilt konstruerade kom-
ponenter till dessa.

3A101 Elektroniska utrustningar, enheter och komponenter, andra 4n
de som omfattas av avsnitt 3A001, enligt f6ljande:

a) Analog-till-digitalomvandlare, anvdndbara i "missiler”, konstrue-
rade for att uppfylla militéra krav for miljotalig utrustning.

b) Radiografisk utrustning (accelerators) i stidnd att alstra elektro-
magnetisk strdlning framkallad av bromsstrdlning fran accelererade
elektroner pd 2 MeV eller mer, samt system som innehaller denna
radiografiska utrustning (accelerators).

Anm.: Avsnitt 3A101.b omfattar inte utrustning som &r speciellt konstruerad for
medicinska dndamal.

3A102 'Termiska batterier’ som &r utformade eller modifierade for
"missiler’.
Teknisk anm.:

1. Med ’termiska batterier’ avses i avsnitt 3A102 engéngsbatterier som inne-
haller ett fast icke-ledande oorganiskt salt som elektrolyt. Dessa batterier inne-
héller ett pyrotekniskt material som nér det antinds smadlter elektrolyten och
aktiverar batteriet.

2. Med ’missil” avses i avsnitt 3A102 kompletta raketsystem och system for
obemannade luftfarkoster med en rackvidd som dverstiger 300 km.

3A201 Elektroniska komponenter som inte omfattas av avsnitt
3A001, enligt foljande:

a) Kondensatorer som har nagon av f6ljande uppsittning egenskaper:
1. a) Mérkspanning storre dn 1,4 kV,
b) energiinnehall storre &n 10 J,
¢) kapacitans storre dn 0,5 pF, och
d) serieinduktans mindre dn 50 nH, eller
2. a) mirkspénning storre dn 750 V,
b) kapacitans storre dn 0,25 pF, och
¢) serieinduktans mindre &n 10 nH.
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b) Elektromagneter med supraledande solenoider och som uppfyller
samtliga foljande krav:

1. Kan producera magnetfilt kraftigare &n 2 T.

2. Langdens forhallande till innerdiametern ar storre an 2.

3. En inre diameter storre &n 300 mm.

4. Ett magnetfilt som dr homogent, bittre dn 1 % Over de centrala
50 % av den inre volymen.

Anm.: Avsnitt 3A201.b omfattar inte magneter som &r speciellt konstruerade for
och exporterade ’som del av’ bildsystem for medicinsk tillimpning baserade pa
kdrnspinnresonans (NMR). Frasen ’som del av’ avser inte nodvandigtvis fysisk
del av samma skeppning; separata skeppningar fran olika kallor ar tilldtna, under
forutséttning att ifragavarande exportdokument tydligt anger att skeppningarna
anvinds ’som del av’ bildsystemen.

c) Rontgenblixtaggregat eller pulsade elektronacceleratorer som har
nagon av foljande uppsittning egenskaper:
1. a) En toppenergi for de accelererade elektronerna om 500 keV
eller mer men mindre 4n 25 MeV, och
b) ett *godhetstal’ (K) lika med 0,25 eller mer, eller
2. a) en toppenergi for de accelererade elektronerna om 25 MeV
eller mer, och
b) en "toppeffekt’ storre an 50 MW.

Anm.: Avsnitt 3A201.c omfattar inte acceleratorer som ingér som delar i appara-
tur konstruerad for annat &n anvéndning av elektronstréle eller rontgenstralning
(t.ex. elektronmikroskop) och sddana som konstruerats for medicinska &ndamal:

Teknisk anm.:

1. ’Godhetstalet’ (K) definieras som

K=1,7%x10*x V*¥ x Q

V ir elektronernas toppenergi i millioner elektronvolt.

Om pulsldngden i acceleratorstrélen ar kortare &n eller lika med 1 ps, dé ar
Q den totala accelererade laddningen i coulomb. Om strdlens pulslangd &r
langre &n 1 ps dé 4r Q den maximala accelererade laddningen pa 1 ps.

Q ir lika med integralen av i med avseende pa t, Over den tidsldngd som &r
kortast av 1 ps eller tidsldngden av pulsen (Q = [ idt) dér i ér stralstrommen i
ampere och t tiden i sekunder.

2. *Toppeffekt’ = (toppspénning i volt) X (toppstrdm i ampere).

3. I maskiner baserade pd accelerations-kaviteter for mikrovagor ar pulsens
tidsutstrackning det mindre av 1 ps och ldngden av det sammanpressade (bun-
chade) vagpaketets varaktighet genererad av en modulatorpuls.

4. I maskiner baserade pa accelerationskaviteter for mikrovagor &r stralens
toppstrom lika med medelstrommen under det sammanpressade (bunchade)
vagpaketets varaktighet.



3A225 Frekvensomvandlare eller generatorer, andra &n de som om- Kate Or]l?i;zgﬁ ;
fattas av avsnitt 0B001.b.13, som uppfyller samtliga f6ljande villkor: & [1051]

a) Flerfasig utgdng och som kan producera en effekt av 40 W eller
mer.

b) Kan arbeta inom frekvensomradet 600 till 2 000 Hz.
c¢) Total harmonisk distorsion béttre (mindre) dn 10 %.

d) Frekvensstyrning béttre (ldgre) dn 0,1 %.

Teknisk anm.:
Frekvensomvandlarna i avsnitt 3A225 bendmns ocksd med de engelska beteck-
ningarna converters eller inverters.

3A226 Likstromsaggregat med hog effekt, andra dn de som omfattas
av avsnitt 0B001.j.6, och som uppfyller foljande bada villkor:

a) Kan kontinuerligt producera, 6ver en tidsperiod om 8 timmar, 100
V eller mer, med en utgéngsstrom av 500 A eller mer, och

b) en strom- eller spanningsstabilitet som &r béttre &n 0,1 % Over en
tidsperiod om 8 timmar.

3A227 Hogspanning-likstromsaggregat, andra dn de som omfattas av
avsnitt 0B001.j.5, och som uppfyller foljande bada villkor:

a) Kan kontinuerligt producera, 6ver en tidsperiod om 8 timmar, 20
kV eller mer med en utgangsstrom av 1 A eller mer, och

b) en strom- eller spiAnningsstabilitet som &r béttre &n 0,1 % Over en
tidsperiod om 8 timmar.

3A228 Brytarenheter enligt foljande:

a) Kallkatodror, oavsett om de ar gasfyllda eller ej, vilka fungerar pa
liknande sétt som gnistgap, och uppfyller samtliga foljande krav:

1. Har tre eller flera elektroder.

2. Anodens maérkta toppspanning &r minst 2,5 kV.

3. Anodens mirkta toppstrom ar minst 100 A.

4. Anodens fordrojning ar hogst 10 ps.

Anm.: Avsnitt 3A228 omfattar krytroner och sprytroner.

b) Triggade gnistgap som uppfyller foljande bada villkor:
1. En anodfordréjning om 15 ps eller mindre, och
2. en mérkt toppstrém om minst 500 A. 3:149
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3A228 (forts.)
¢) Moduler eller delsystem med en snabb slutarfunktion, andra dn de
som omfattas av avsnitt 3A001.g eller 3A001.h, som uppfyller samt-
liga foljande krav:

1. Anodens mérkta toppspanning &r storre &n 2 kV,

2. anodens markta toppstrom minst 500 A, och

3. tillslagstiden &r 1 ps eller mindre.

3A229 Pulsgeneratorer for hog stromstyrka enligt féljande:

ANM.: SE AVEN KONTROLLBESTAMMELSERNA FOR VAROR MED
MILITAR ANVANDNING.

Anm. Se avsnitt 1A007.a for tdindaggregat.
a) Anvinds inte.

b) Moduluppbyggda elektriska pulsgeneratorer som har alla foljande
egenskaper:

1. Portabla, mobila eller konstruerade for svara forhallanden.

2. Inneslutna i en dammtét behallare.

3. Kapabla att leverera sin energi pd mindre &n 15 ps.

4. Kapabla att leverera en stromstyrka dverstigande 100 A.

5. Har en ’stigtid’ som &r kortare dn 10 ps vid lagre belastning &n
40 Q.

6. Ingen dimension ar storre 4n 254 mm.

7. Viger mindre én 25 kg.

8. Specificerad for anvidndning i ett brett temperaturomrade 223 K
(= 50 °C) till 373 K (100 °C) eller specificerad som ldmplig for
rymdanvéndning.

Anm.: Avsnitt 3A229.b omfattar drivaggregat till xenonblixtar.

Teknisk anm.:
I avsnitt 3A229.b.5 definieras ’stigtid’ som tidsintervallet mellan 10 % och 90 %
av stromamplituden ndr generatorn driver en resistiv last.

3A230 Snabba pulsgeneratorer som har foljande tva egenskaper:

a) Utgaende spdnning hogre én 6 V vid en resistiv belastning av
mindre dn 55 Q, och

b) en ’stigtid for pulsen’ som é&r kortare &n 500 ps.

Teknisk anm.:
I avsnitt 3A230 definieras ’stigtid for pulsen’ som tidsintervallet mellan 10 %
och 90 % av spanningsamplituden.



3A231 Neutrongeneratorsystem, dven ror, som har foljande tva
egenskaper:

a) Konstruerade for drift utan yttre vakuumsystem, och

b) som anvinder elektrostatisk acceleration for att inducera en reak-
tion mellan tritium och deuterium.

3A232 Tindsystem for flerpunktstdndning, andra &n de som omfattas
av avsnitt 1A007, enligt foljande:

ANM.: SE AVEN KONTROLLBESTAMMELSERNA FOR VAROR MED
MILITAR ANVANDNING.

Anm. Se avsnitt IA007.b for sprangkapslar.
a) Anvénds inte.

b) Anordningar som, utldsta av en enda puls, anvéinder en eller flera
springkapslar i syfte att ndstan samtidigt initiera detonation i en
sprangdmnesyta over en area stérre dn 5 000 mm’ med en spridning i
tandtid 6ver hela ytan som &r mindre 4n 2,5 ps.

Anm.: Avsnitt 3A232 omfattar inte detonatorer som endast anvénder priméra
explosiver sdsom blyazid (Pb(N3),).

3A233 Masspektrometrar, andra d4n de som omfattas av avsnitt
0B002.g, som kan méta joner med en massa av 230 amu (amu =
atommassenhet) eller mer och som har en uppldsning battre &n 2/230,
samt jonkallor till sddana, enligt foljande:

a) Masspektrometrar med induktivt kopplad plasmajonkélla
(ICP/MS).

b) Masspektrometrar med glimurladdningsjonkélla (GDMS).

¢) Masspektrometrar med jonkélla som bygger pé termisk jonisation
(TIMS).

d) Masspektrometrar med jonkélla som anvédnder indirekt upphett-
ning (electron bombardment) och med en jonisationskammare till-
verkad av, fodrad eller klddd med material som &r resistenta mot UFg
(uranhexafluorid).

e) Masspektrometer av molekylstraletyp, antingen

1. med en jonisationskammare gjord av, fodrad eller kldidd med
rostfritt stal eller molybden och som é&r forsedd med en kylfilla for
193 K (- 80 °C) eller lagre, eller

2. med en jonisationskammare gjord av, fodrad eller kldidd med
material som ér resistenta mot UF.
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3A233 (forts.)
f) Masspektrometrar utrustade med jonkélla med mikrofluorering
konstruerad for att anvindas med aktinider eller aktinidfluorider.

3B Test-, inspektions- och produktionsutrustning

3B001 Utrustning konstruerad for tillverkning av halvledarenheter
eller material, enligt foljande, och for dessa utrustningar speciellt
konstruerade komponenter och tillbehor:

a) Utrustning for epitaxiell tillvéxt enligt foljande:

1. Utrustning som kan producera ett lager av ett annat material dn
kisel med en jimnhetsavvikelse mindre &n + 2,5 % Gver en stricka av
minst 75 mm.

Anm.: Avsnitt 3B001.a.1 omfattar utrustning for atomskiktsepitaxi (ALE).

2. Metallorganiska kemiska forangningsreaktorer (MOCVD) spe-
ciellt konstruerade for att ge kristalltillvixt av halvledarblandningar
genom kemisk reaktion mellan material enligt avsnitt 3C003 eller
3C004.

3. Utrustning for epitaxiell tillvixt med hjilp av molekylérstralar
och gaskallor.

b) Utrustning for jonimplantation som har ndgon av foljande egen-
skaper:

1. En stralenergi (accelerationsspénning) som dverstiger 1 MeV,

2. ar speciellt konstruerad for att optimalt kunna arbeta vid en
stralenergi (accelerationsspinning) som ér mindre &n 2 keV,

3. har direkt skrivmojlighet, eller

4. en stralenergi som ar 65 keV eller mer och en strélenergi som &r
45 mA eller mer for att med hog energi infora syre i det upphettade
halvledar-"substratet”.

¢) Utrustning for torr anisotropisk plasmaetsning med bada f6ljande
egenskaper:

1. Den é&r speciellt konstruerad for att optimalt kunna producera
kritiska dimensioner pa 65 nm eller mindre, och

2. det foreligger ojaimn fordelning inom wafern lika med eller
mindre &n 10 % 30 métt med en kantuteslutning pa 2 mm eller mind-
re.



3B001 (forts.)
d) Utrustning for plasmaforstirkt kemisk fordngningsdeposition
(CVD) enligt foljande:

1. Utrustningen arbetar med kassett-till-kassettmatning och sluss-
Oppning, och dr speciellt konstruerad enligt tillverkarens specifika-
tioner eller optimerad for anvdndning vid produktion av halvledaren-
heter med kritiska dimensioner pd 65 nm eller mindre.

2. Utrustningen dr speciellt konstruerad for utrustning som anges i
avsnitt 3B001.e och konstruerad enligt tillverkarens specifikationer
eller optimerad for anvindning vid produktion av halvledarenheter
med kritiska dimensioner pa 65 nm eller mindre.

e) Automatiskt laddningssystem for flera kammare for tillverkning av
halvledare med bada f6ljande egenskaper:

1. Grénssnitt for savil in- som utgang for wafers till vilket minst
tva funktionellt olika ’halvledarprocessverktyg’ enligt 3B001.a,
3B001.b, 3B001.c eller 3B001.d dr avsedda att anslutas, och

2. vara konstruerade for att bilda ett integrerat system i vakuum-
omgivning for *sekventiell bearbetning av wafers i flera steg’.

Anm.: Avsnitt 3B001.e omfattar inte automatisk robothantering av wafers sérskilt
konstruerade for parallell waferbehandling.

Teknisk anm.:

1. I 3B001.e avses med ’halvledarbearbetningsverktyg’ modulédra verktyg som
mojliggdr fysiska processer for halvledarframstéllning vilka &r funktionellt olika,
sdsom deponering, etsning, implantering eller virmebehandling.

2. 13B001.e avses med ’sekventiell bearbetning av wafers i flera steg’ moj-
ligheten att bearbeta varje wafer i olika ’halvledarbearbetningsverktyg’, t.ex.
genom att overfora varje wafer fran ett verktyg till ett annat och vidare till ett
tredje via de automatiska centrala klustersystemen for hantering av wafers.

f) Litografisk utrustning med egenskaper enligt foljande:

1. Utrustning for uppriktning samt exponering med repetermojlig-
het (step and repeat, direkt step on wafer) eller scanner (step and
scan) som anvénder rontgen eller foto-optiska metoder, och som har
nagon av foljande egenskaper:

a) Ljuskéllans vaglangd &r kortare an 245 nm, eller
b) kan producera ett monster med en ’minsta upplosning for
systemdimensionen’ (MRF) pa 95 nm eller mindre.

Teknisk anm.:
Den ’minsta upplosningen for systemdimensionen’ (MRF) berdknas med foljan-
de formel:

MRF = (ljuskéllans vaglingd i nm) x (skalfaktorn K)
numeriska aperturen

dar K ar en skalfaktor = 0,35
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3B001 f) (forts.)

2. Litografisk praglingsutrustning som kan framstélla detaljer pé
95 nm eller mindre.
Anm.: Avsnitt 3B001.f.2 omfattar f6ljande:

— Verktyg for mikrokontakttryck.

— Verktyg for virmepragling.

— Verktyg for nanopréglingslitografi.

— S-FIL-verktyg (step and flash imprint lithography).

3. Utrustning som ar speciellt konstruerad for att tillverka masker
eller halvledarenheter med hjilp av direkta skrivmetoder, och som
uppfyller foljande:

a) Den anvinder avlidnkade fokuserade elektron-, jon- eller “laser”
stralar, och

b) den har nagon av foljande egenskaper:

1. En stralpunkt som &r mindre &n 0,2 pum.

2. Forméga att producera monster med en karaktdristisk led-
ningsbredd som &r mindre 4n 1 pm.

3. En passningsnoggrannhet som é&r battre dn + 0,20 um (3 sig-
ma).

g) Masker eller mastermasker som &r konstruerade for tillverkning av
integrerade kretsar enligt avsnitt 3A001.

h) Flerlagermasker som dr forsedda med ett fasskiftlager.

Anm.: Avsnitt 3B001.h omfattar inte flerlagermasker som &r forsedda med ett
fasskiftlager konstruerat for tillverkning av minnen som inte omfattas av avsnitt
3A001.

1) Schabloner for litografisk pragling som &r konstruerade for integre-
rade kretsar som omfattas av avsnitt 3A001.

3B002 Provutrustning som é&r speciellt konstruerad for provning av
fardiga halvledarenheter eller halvfabrikat enligt foljande, samt till-

hoérande komponenter och tillbehor:

a) Utrustning for provning av transistorers S-parametrar vid frekven-
ser som Overstiger 31,8 GHz.

b) Anvénds inte.

¢) Utrustning som kan prova integrerade mikrovagskretsar som om-
fattas av avsnitt 3A001.b.2.



. Bilaga I
3C Material Kategori 3C001

3C001 Hetero-epitaxiella material som bestér av ett "substrat” med (1051]
ovanpa varandra liggande epitaxiellt tillvuxna multipelskikt av négot
av foljande:

a) Kisel (Si).

b) Germanium (Ge).

¢) Kiselkarbid (SiC).

d) "II/V-foreninagar” av gallium eller indium.

3C002 Resistmaterial enligt foljande, och "substrat” belagda med
foljande resistmaterial:

a) Positiva resistmaterial som dr konstruerade for halvledarlitografi
och speciellt justerade (optimerade) for vagldngder under 245 nm.

b) Alla resistmaterial, som ar konstruerade for att anvindas tillsam-
mans med elektron- eller jonstrdlar och vars kénslighet dr 0,01
uC/mm2 eller bittre.

c¢) Alla resistmaterial som ar konstruerade for att anvéndas tillsam-
mans med rontgenstralar och som har en kénslighet som é&r
2,5 mJ/mm’eller bittre.

d) Alla resistmaterial som optimerats for ytbildstekniker inklusive
’silylated’ resistmaterial.

Teknisk anm.:
Med ’silylated’-teknik avses processer som innebdr att resistmaterial oxideras pa
ytan for att forstiarka effekten av sévél torr som vat framkallning.

e) Alla resistmaterial som ar utformade eller optimerade for att an-
vindas tillsammans med litografisk priglingsutrustning som omfattas
av avsnitt 3B001.f.2 och som anvénder antingen en varmeprocess
eller en photo-curable-process.

3C003 Organiska-oorganiska blandningar enligt foljande:

a) Metallorganiska blandningar av aluminium, gallium eller indium,
med en renhetsgrad (pa metallbasen) som &r béttre &n 99,999 %.

3:155
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b) Organiska blandningar med antimon, arsenik eller fosfor som har
en renhet (baserat pa det oorganiska elementet) som &r bittre &n
99,999 %.

Anm.: Avsnitt 3C003 omfattar endast blandningar vars metalliska, delvis metal-
liska eller icke metalliska element &r direkt bundna till kolet i den organiska
delen av molekylen.

3C004 Hydrider av fosfor, arsenik eller antimon som har en renhet
som ar béttre dn 99,999 %, dven utspadd i ddelgaser eller vite.

Anm.: Avsnitt 3C004 omfattar inte hydrider som innehéller 20 % molar eller mer
av ddelgaser eller vite.

3C005 ”Substrat” av kiselkarbid (SiC), galliumnitrid (GaN), alumi-
numnitrid (AIN) eller aluminiumgalliumnitrid (AlGaN), eller tackor,
halvrunda stycken eller andra forformer av dessa material, med en
resistivitet som dverstiger 10 000 ohm-cm vid 20 °C.

3C006 Substrat” som omfattas av avsnitt 3C005 med minst ett epi-
taxiellt lager av kiselkarbid, galliumnitrid, aluminiumnitrid eller al-
luminiumgalliumnitrid.

3D Programvara

3D001 "Programvara” som é&r speciellt utformad for "utveckling”
eller "produktion” av utrustning som omfattas av avsnitten 3A001.b—
3A002.g eller 3B.

3D002 “Programvara” som dr speciellt utformad for anvindning” av
utrustning som omfattas av avsnitt 3B001.a—3B001.f eller 3B002.

3D003 ’Fysikbaserad’ simulerings "programvara” speciellt konstrue-
rad for "utveckling” av litografiska, etsnings- eller uppbyggnads
(depositions) -processen sé att maskviardena omvandlas till specifika
typografiska monster i de olika ledar-, dielektriska eller halvledarlag-
ren.

Teknisk anm.:

Med ’fysikbaserad’ avses i avsnitt 3.D.003 berdkningar for att faststélla en se-
kvens av fysiska samband mellan orsak och verkan pé grundval av fysiska egen-
skaper (t.ex. temperatur, tryck, diffusionskonstanter och halvledare).

Anm.: Bibliotek, konstruktionsanvisningar eller liknande data for konstruktion av
halvledarenheter eller integrerade kretsar ska betraktas som "teknik”.

3D004 "Programvara” som &r speciellt utformad for "utveckling” av
utrustning som omfattas av avsnitt 3A003.

3D101 "Programvara” som ér speciellt utformad eller modifierad for
"anvindning” av utrustning som omfattas av avsnitt 3A101.b.



3E Teknik

3E001 "Teknik” enligt den allmidnna anmérkningen om teknik for
"utveckling” eller "produktion” av utrustning eller material som
omfattas av avsnitten 3A, 3B eller 3C.

Anm. I: Avsnitt 3E001 omfattar inte "teknik” f6r "produktion” av utrustning eller
komponenter som omfattas av avsnitt 3A003.

Anm. 2: Avsnitt 3E001 omfattar inte "teknik” for "utveckling” eller "produktion”
av integrerade kretsar som omfattas av avsnitten 3A001.a.3-3A001.a.12 som har
bada foljande egenskaper:

a) anvéander en “teknik” for lagst 0,130 um, och

b) strukturer i flera lager med tre eller farre metallager.

3E002 "Teknik” enligt den allmdnna anmérkningen om teknik, som
inte omfattas av avsnitt 3E001, for "utveckling” eller "produktion” av
"mikroprocessor-mikrokretsar”, "mikrodator-mikrokretsar” och mik-
rokretsar for mikrostyrsystem med en aritmetisk logisk enhet som
kan hantera minst 32 bitar och som har nagon av foljande egenska-
per:

a) En ’vektorprocessorenhet’ som dr utformad for att utféra mer &n
tva berdkningar pa flyttalsvektorer (32-bitars eller stérre endimensio-
nella matriser) samtidigt.

Tekn. anm.:

En ’vektorprocessorenhet’ dr ett processorelement med inbyggda instruktioner
som utfor multipla berdkningar pé flyttalsvektorer (32-bitars eller storre endi-
mensionella matriser) samtidigt, och som har minst en aritmetisk logisk vektor-
enhet.

b) Utformad for att utfora mer an tva 64-bitars eller storre flyttalsope-
rationsresultat per cykel.

¢) Utformad for att utfora mer dn fyra 16-bitars ackumulerade fast-
talsmultiplikationsresultat per cykel (t.ex. digital manipulering av
analog information som tidigare omvandlats till digital form, &ven
kénd som digital ”signalbehandling”).

Anm.: Avsnitt 3E002.c omfattar inte “teknik” for multimediaanslutningar.

Anm. I: Avsnitt 3E002 omfattar inte "teknik” for "utveckling” eller "produktion”
av mikroprocessorer med f6ljande egenskaper:

a) Anvander "teknik” pa eller 6ver 0,130 pum.

b) Innehéller strukturer i flera lager med hogst fem metallager.

Anm. 2: Avsnitt 3E002 omfattar "teknik” for digitala signalprocessorer och digi-
tala grupprocessorer.
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3E003 Annan "teknik” for "utveckling” eller "produktion” av foljan-
de:

a) Vakuumenheter for mikroelektronik.

b) Halvledarelement med ovanlig uppbyggnad ("hetero-structure”)
sdsom transistorer med hog elektronrdrlighet (HEMT), hetero-
bipoléra transistorer (HBT), quantum well och super lattice element.

Anm.: Avsnitt 3E003.b omfattar inte ’teknik” for transistorer med hog elektron-

rorlighet (HEMT) som arbetar vid frekvenser under 31,8 GHz och hetero-
bipoléra transistorer (HBT) som arbetar vid frekvenser under 31,8 GHz.

¢) "Supraledande” elektroniska element.
d) Filmsubstrat av diamant for elektroniska kretsar.

e) Substrat av kisel pé insulator (SOI) for integrerade kretsar i vilka
insulatorn &r kiseldioxid.

f) Substrat av kiselkarbid for elektroniska komponenter.

g) Elektroniska vakuumrdr som arbetar vid frekvenser pa 31,8 GHz
eller mer.

3E101 "Teknik” enligt den allmdnna anmérkningen om teknik for
"anvandning” av utrustning eller "programvara”, vilken omfattas av
avsnitt 3A001.a.1 eller 2, 3A101, 3A102 eller 3D101.

3E102 "Teknik” enligt den allmdnna anmérkningen om teknik for
"utveckling” av "programvara” som omfattas av avsnitt 3D101.

3E201 "Teknik” enligt den allmdnna anmérkningen om teknik for
"anviandning” av utrustning som omfattas av avsnitten 3A001.e.2,
3A001.e.3,3A001.g, 3A201 och 3A225-3A233.
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